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Микроконтактная (МК) спектроскопия является важным инстру
ментом в исследовании природы сверхпроводимости. В настоящее вре
мя выполнен большой ряд экспериментов по МК спектроскопии на раз
личных типах высокотемпературных сверхпроводников с применением 
различных электродов (игл), сендвичеобразных структур, так называе
мых «break junction», сканирующего туннельного микроскопа (•-б).

В данной работе проведено измерение МК туннельного спектра 
В ГСП пленок на основе Y ВагСи3О7 и Bi2Sr2CaCu2O . Пленка систе
мы ¥ Ва2Си3О7_ получена методом лазерного распыления сверхпрово
дящей керамики, с последующим отжигом при 800—850°С на воздухе 
в течение одного часа (7). Высокотемпературная выдержка сменялась 
охлаждением до комнатной температуры с задержкой на время около 
одного часа при температуре 450—500°С. Пленка системы Bi2Sr2CaCu2O 
получена методом катодного распыления, с последующим обжигом h i 
воздухе при температуре 700—750°С. Обе пленки напылялись на под
ложку из ZrO։ и имели толщину ~ I мкм. Пленки однородны, имеют 
зеркальный блеск и критические значения плотности токов 10’ А/см2 
для Y Ва2Си3О7 4 и 103 А/см2 для Bi2Sr։CaCu2Ox при 77 К. Па рис. 1

Рис. ! Зависимости R(Г) Riosk тля 
YBa2CujO/- (/) и BljSr։CaCu։Ox 

(2) пленок Рис. 2. МК спектр УВагСияО7- пленки

приведены зависимости относительного изменения сопротивления этих 
пленок от температуры, измеренные обычным четырехзондовым мето
дом. Сверхпроводящий переход лежит в областях 88—92 К для 
УВаоСщОт-б и 79-92 К для В1։5г։СаСп2О։.
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МК туннельные спектры имеющихся у нас образцов снимались с 
использованием стандартной методики измерения вольтамнерны.х ха- 
рактернстик (ВАХ) и их производных (8>9). В качестве микроконтакт- 
иого электрода служила игла из бронзы. Измерения проводились при 
температуре жидкого гелия 4,2 К. На рис. 2 4 приведены результаты 
и мерепий ВАХ для наших образцов. На кривых зависимости диффе
ренциальной проводимости от напряжения около центрального мини
мума четко проявляются два максимума, располагающихся на расстоя
ниях 10±1 мВ для иттриевой и 13±1, 16± 1 мВ для висмутовой сис
тем Появление этих максимумов интерпретируется как наличие щеле
вых особенностей в стандартной модели туннелирования в системе 
сверхпроводник изолятор—металл. Полученные величины для щели: 
'֊'А _0 2 мэВ тля УВЯзСпзОт . и 2Д 2В4 2, 2А 32 + 2 мэВ дли 
В(=8: С.аСг2О». Оценки отношения 2Д/к ■ с, сделанные из ътих величин, 
дают значения 2,6 10".. (Т, 90К) и 3,6 + 8, 4,4! 7% (Тг; 8"||<) для 
иттриевой и висмутовой пленки соответс;венпо.

В настоящее время, по данным из литературы, существует значи
тельная неопределенность в величине энергетической щели, определяе

мо. 3. МК шектр В|53.։Са(. 11,0։ 
пленки пр.| Н(С 0)~10* Ом

о & чо 
и,

Рис. 4 МК спектр Ц1э5г։СаС։13Ох менки 
при Щи—О)~ЫЭ3 Ом

мой МК туннелированием. Так, данные для параметра 2Д/кТс. полу
ченные разными группами авторов, варьируются в широком интервале 
3-+13. В приближении слабой связи (модели БКШ) это значение сос
тавляет 3,52.

Отметим, что рис. 3, 4 отражают ВАХ для одной и той же пленки 
и отличие их лишь в величине сопротивления и местоположения тун
нельного контакта. Периодическая структура, наблюдаемая на кривых 
дифференциальной проводимости висмутовой пленки, характерна для 
этой системы и не зависит от местоположения МК. Из рис. 4 видно, 
что минимум на кривой дифференциальной проводимости сдвоенный. 
Сдваивание происходит при К(11-*0)<10< Ом для данного соединс- 
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НИЯ II обычно характеризует отсутствие барьера в переходе металл 
сверхпроводник, что вероятно и наблюдается п данном случае.

Авторы признательны Л. М. Гуляиу за полезные замечания по ра
боте.
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